
このたび，レーザプリンタやカーナビゲーションなどの用途向けに，

業界で初めて32ビットデータ転送幅を採用した，32Mビット高速ペ

ージモード対応のフラッシュメモリを開発しました。

近年，レーザプリンタの高速化やカーナビゲーションにおける地図

検索速度の向上，通信機能の付加により，機器の高速化・高機

能化が著しく進んでいます。そのため，これらの機器に搭載され

るマイクロプロセッサの高速化が必須となり，データ転送幅は従来

の×8/×16ビットから×32ビットまたは×64ビットに移行してきていま

す。同様に，搭載されるフラッシュメモリにも，高速化やデータ転

送幅の拡張が求められています。

本製品の開発は，アクセススピードの高速化に重点を置き，ペ

ージモード・フラッシュメモリで最速の25ns高速ページ読出しを実現

しました。また，データ転送幅を従来の×8/×16ビットから×

16/×32ビットと２倍に拡張したことにより，一度に大量のデータを

高速処理できるうえ，システム搭載時のマイクロプロセッサとの整合

性を向上させることもできます。

また，本製品のパッケージであるSSOPのピン配置は，マスク

ROMと同一基板に実装できるように，ページアクセスタイプのマスク

ROMをベースにしています。

さらに，機器の大量不正コピーを防ぐためのHi-ROM機能，シ

ステムプログラムを格納するブートブロック部のセクタをハードウェア

的にプロテクトするライトプロテクション機能，システム搭載時の高速

書込みを可能にするアクセラレーション機能などを搭載しています。

高速読出し動作

図１にページリードモードを示します。ページモードアクセスは，

初めに上位のアドレス（A19からA2）を選択することによって任意

のページ（８ワードまたは４ダブルワード）を読み込みます。この
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新 製 品

概　　要

×16/×32ビット構成 32Mビットページモード・フラッシュメモリ
MBM29PL3200TE/BE

特　　長

写真１　外観

写真２　チップ

後，下位のアドレス（A1～A0，A-1またはA1～A0）を選択する

ことで，ページ内のデータを８ワードまたは４ダブルワードの単位で

高速に読み出すことができます。本製品のイニシャルアクセスは

70ns，ページ内アクセススピードは25nsを実現しています。

図２にアクセス時間の電圧依存性，図３にページリードモードの

電圧依存性を示します。

3V単一電源動作

3V単一電源で読出し/書込み/消去動作が可能です。12V電

源を必要としないため，電圧変換素子などの追加部品を使用する

業界初の32ビットデータ転送幅を採用したページモード・フラッシュ

メモリです。転送幅の拡張と25nsの高速ページ読出しの実現により，

一度に大量のデータを高速処理できます。
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ことなくシステムを構成することが可能です。

従来製品との互換

既に製品化している3V単一電源フラッシュメモリと同じコマンドシ

ーケンスで書込み/消去ができます。

×16ビットまたは×32ビット構成

DW/Wピンは，ダブルワード（32ビット）モードかワード（16ビット）

モードを選択します。

DW/Wピンが“H”の時，デバイスはダブルワードで動作し，デ

ータはDQ31～DQ0で読出し/書込みが行われます。DW/Wピン

が“L”の時，デバイスはワードモードで動作します。この場合，

DQ15/A-1が最下位のアドレスビットとなり，DQ31～DQ16はハイイ

ンピーダンスになります。

図４に端子配列図を示します。

ブートブロック型セクタ

セクタ構成は，16Kワード×1，8Kワード×2，96Kワード×1，128K

ワード×15となっており，パラメータやブートプログラム，BIOSなどの小

さいプログラムを格納する場合や小単位でも書換えが可能です。また，

これらの小アドレス空間をアドレスの上位に配置したトップブートブロック

型と，アドレスの下位に配置したボトムブートブロック型があります。

表１にトップブートブロック型のセクタ構成を，表２にボトムブート

ブロック型のセクタ構成を示します。

Hi-ROM機能

通常のメモリ領域以外に，データを1回だけ書き込める特別な領

域（512ワード）を作りました。この領域に特別なデータ（例えば

ユニークなIDナンバ）を書き込み，アプリケーションと組み合わせる

ことにより，高度なセキュリティ機能として使用することができます。

ライトプロテクション機能

ハードウェア操作による，よりシンプルな書込み保護を行います。本

機能は，WPピンを‘L’にすることで，通常のセクタ保護がされて

いるか否かに関わらず，アドレスの最下位側（MBM29PL3200BE）

と最上位側（MBM29PL3200TE）にある小セクタ（16Kバイト×１

個）が保護されます。

アクセラレーション機能

本機能は，システム出荷時に組み込むフラッシュメモリを多量に

書き込む際に有効です。ACCピンに高電圧（VHH）を印加する

とアクセラレーションモードになり，通常に比べて高速に書込みがで

きるようになります。この機能により，書込み時間を通常の60%に

短縮することが期待できます。

また，表３に品種構成を示します。

前述のような特長を持つ32Mビット ページモード・フラッシュメモリ

としては，次のような用途例が挙げられます。

高機能化・複合機能化などにより大容量のフラッシュメモリが

必要なシステム

高性能×32/×64ビットマイクロコントローラの高速外付けメモリ

プログラム/コードがアップデートされるシステム

MBM29PL3200TE/BE
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図２　アクセス時間の電源電圧依存性
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図３　ページリードモードのアクセス時間の電源電圧依存性

図１　ページリードモード

今回は，主にレーザプリンタやカーナビゲーション機器の高速・高

機能化に対するソリューションとして，新製品MBM29PL3200TE/BE

用　　途

今後の展開
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図４　端子配列図

品　　種 
ＭＢＭ２９ＰＬ３２００ＴＥ 

７０/９０ 

電源電圧 ２．７Ｖ～３．６Ｖ， ７０ｎｓ（３．０Ｖ～３．６Ｖ） 

７０ｎｓ/９０ｎｓ イニシャル 
アクセスタイム（最大） 

ページ 

ワード 
書込み時間（標準） 

ダブルワード 

２５ｎｓ/３５ｎｓ 

２４０ｍＷ ワード 

消費電力（最大） 
読出し時 

ダブルワード 
消去/書込み時  
ＣＭＯＳスタンバイ時 

パッケージ 
ブートブロック配置 

消去時間（標準） 

２４０ｍＷ 
２４０ｍＷ 
１８μＷ 
４Ｓ/セクタ 
１４．３μｓ 
１８．３μｓ 

ＳＳＯＰ-９０，ＦＢＧＡ-８４ 
トップ ボトム 

ＭＢＭ２９ＰＬ３２００ＢＥ 
７０/９０ 

表３　品種構成

をご紹介しました。

今後もお客様のご要望にお応えするため，多機能化，高機能

化，さらなる大容量化などを実現したファミリを取り揃えてご提供し

ていく計画です。 ■

ＳＡ０ 

セクタ 
セクタサイズ 
（ワード/ダブルワード） （×１６）アドレスレンジ （×３２）アドレスレンジ 

１２８/６４ ００００００ｈ～０１ＦＦＦＦｈ ０００００ｈ～０ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１ １２８/６４ ０２００００ｈ～０３ＦＦＦＦｈ １００００ｈ～１ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ２ １２８/６４ ０４００００ｈ～０５ＦＦＦＦｈ ２００００ｈ～２ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ３ １２８/６４ ０６００００ｈ～０７ＦＦＦＦｈ ３００００ｈ～３ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ４ １２８/６４ ０８００００ｈ～０９ＦＦＦＦｈ ４００００ｈ～４ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ５ １２８/６４ ０Ａ００００ｈ～０ＢＦＦＦＦｈ ５００００ｈ～５ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ６ １２８/６４ ０Ｃ００００ｈ～０ＤＦＦＦＦｈ ６００００ｈ～６ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ７ １２８/６４ ０Ｅ００００ｈ～０ＦＦＦＦＦｈ ７００００ｈ～７ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ８ １２８/６４ １０００００ｈ～１１ＦＦＦＦｈ ８００００ｈ～８ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ９ １２８/６４ １2００００ｈ～１３ＦＦＦＦｈ ９００００ｈ～９ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１０ １２８/６４ １４００００ｈ～１５ＦＦＦＦｈ 

１６００００ｈ～１７ＦＦＦＦｈ 

Ａ００００ｈ～ＡＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１１ １２８/６４ 

１８００００ｈ～１９ＦＦＦＦｈ 

Ｂ００００ｈ～ＢＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１２ １２８/６４ 

１Ａ００００ｈ～１ＢＦＦＦＦｈ 

Ｃ００００ｈ～ＣＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１３ １２８/６４ 

１Ｃ００００ｈ～１ＤＦＦＦＦｈ 

Ｄ００００ｈ～ＤＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１４ １２８/６４ 

１Ｅ００００ｈ～１Ｆ７ＦＦＦｈ 

Ｅ００００ｈ～ＥＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１５ ９６/４８ 

１Ｆ８０００ｈ～１Ｆ９ＦＦＦｈ 

Ｆ００００ｈ～ＦＢＦＦＦｈ 

ＳＡ１６ ８/４ 

１ＦＡ０００ｈ～１ＦＢＦＦＦｈ 

ＦＣ０００ｈ～ＦＤＦＦＦｈ 

ＳＡ１７ ８/４ 

１ＦＣ０００ｈ～１ＦＦＦＦＦｈ 

ＦＤ０００ｈ～ＦＥＦＦＦｈ 

ＳＡ１８ １６/８ ＦＥ０００ｈ～ＦＦＦＦＦｈ 

表１　トップブートブロック型セクタ構成（MBM29PL3200TE）

ＳＡ０ 

セクタ 
セクタサイズ 
（ワード/ダブルワード） （×１６）アドレスレンジ （×３２）アドレスレンジ 

１６/８ ００００００ｈ～００３ＦＦＦｈ ０００００ｈ～０１ＦＦＦｈ 

ＳＡ１ ８/４ ００４０００ｈ～００５ＦＦＦｈ ０２０００ｈ～０２ＦＦＦｈ 

ＳＡ２ ８/４ ００６０００ｈ～００７ＦＦＦｈ ０３０００ｈ～０３ＦＦＦｈ 

ＳＡ３ ９６/４８ ００８０００ｈ～０１ＦＦＦＦｈ ０４０００ｈ～０ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ４ １２８/６４ ０２００００ｈ～０３ＦＦＦＦｈ １００００ｈ～１ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ５ １２８/６４ ０４００００ｈ～０５ＦＦＦＦｈ ２００００ｈ～２ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ６ １２８/６４ ０６００００ｈ～０７ＦＦＦＦｈ ３００００ｈ～３ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ７ １２８/６４ ０８００００ｈ～０９ＦＦＦＦｈ ４００００ｈ～４ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ８ １２８/６４ ０Ａ００００ｈ～０ＢＦＦＦＦｈ ５００００ｈ～５ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ９ １２８/６４ ０Ｃ００００ｈ～０ＤＦＦＦＦｈ ６００００ｈ～６ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１０ １２８/６４ ０Ｅ００００ｈ～０ＦＦＦＦＦｈ 

１０００００ｈ～１１ＦＦＦＦｈ 

７００００ｈ～７ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１１ １２８/６４ 

１２００００ｈ～１３ＦＦＦＦｈ 

８００００ｈ～８ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１２ １２８/６４ 

１４００００ｈ～１５ＦＦＦＦｈ 

９００００ｈ～９ＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１３ １２８/６４ 

１６００００ｈ～１７ＦＦＦＦｈ 

Ａ００００ｈ～ＡＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１４ １２８/６４ 

１８００００ｈ～１９ＦＦＦＦｈ 

Ｂ００００ｈ～ＢＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１５ １２８/６４ 

１Ａ００００ｈ～１ＢＦＦＦＦｈ 

Ｃ００００ｈ～ＣＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１６ １２８/６４ 

１Ｃ００００ｈ～１ＤＦＦＦＦｈ 

Ｄ００００ｈ～ＤＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１７ １２８/６４ 

１Ｅ００００ｈ～１ＦＦＦＦＦｈ 

Ｅ００００ｈ～ＥＦＦＦＦｈ 

ＳＡ１８ １２８/６４ Ｆ００００ｈ～ＦＦＦＦＦｈ 

注：表１・２とも，ワードモード（ＤＷ/Ｗ＝ＶＩＬ）のときＡ１９～Ａ-１ 
　 ダブルワードモード（ＤＷ/Ｗ＝ＶＩＨ）のときＡ１９～Ａ０ 

表２　ボトムブートブロック型セクタ構成（MBM29PL3200BE）

技術に関するお問い合わせ先：電子デバイス事業本部 フラッシュメモリ事業部　設計部

TEL（042）532-1399 FAX（042）532-2449

営業に関するお問い合わせ先：最寄りの営業部門（裏表紙をご参照ください）


